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1. はじめに 

近年、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)

に用いられる主流のメモリは NAND 型フラッ
シュメモリであるが、NAND 型フラッシュメ
モリより高速であり、より高い書き換え耐久性
を持つ、ストレージ・クラス・メモリ(SCM)が
注目されている。SCM は NAND 型フラッシュ
メモリに比べ、少容量という欠点があるが、ビ
ット単位のアクセスや上書き可能で、かつ消去
動作が必要でないため、NAND 型フラッシュ
メモリのようにガベージコレクションのよう
な動作は必要としない。 

そこでストレージに関するさまざまな遅延
時間を考慮してシミュレーションを行い、
SCMのみまたはNAND 型フラッシュメモリの
みのストレージで性能評価を行った。 

 

2. シミュレーション環境 

本研究では SystemC を用いたトランザクシ
ョンレベルモデリングベースの SSD シミュレ
ータ[1]を用いて評価を行う。SSD のシステム
構成を Fig. 1 に示す。このシミュレータでは
様々なパラメータに任意の値を入力すること
ができ、これらを変更することによってどのよ
うに性能に影響を与えるかを調査する。 

また、Fig. 2 に本稿で使用するワークロード
の特徴[2, 3]を示す。ワークロードは、読み出し
と書き込みの割合、アクセス頻度、平均のアク
セスデータサイズによって分類される。それぞ
れから特徴的な 7 つのワークロードを選びシ
ミュレータに入力することで、ワークロードに
よってパラメータの変動がどのように変化す
るかを調査する。 

 

3. シミュレーション結果 

シミュレーションを行った結果、パラメータ
を変動させることで、ワークロードによってス
トレージの性能に与える影響が異なることが
分かった。 
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Fig. 2 Storage workloads 
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Fig. 1 System architecture of SSD 
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